
 

 

セメスター大学講義「半導体工学」正誤表    
     

ページ 行番号 誤 正 
目次 第 6章 6-5 トランジスタ 6-5 MOSトランジスタ 

5 図 1-6  Gaと Aｓのコントラストが一部間違っている。 
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125 図 6-18 (a) 回路図 (ｂ) 回路図 



 

 

127 27-28 チャネル深さ SiO2膜厚 
127 (6-34a) 
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190 12 HC HCl 
192 18 8500との 8500と Siの 
192 18 式（4-33）   式（4-38） 
197 図 10-6 
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203 付表 1 
数値 

ボルツマン定数 
mJ/K1038.1 23−×  

J/K1038.1 23−×  

203 付表２ 
有効質量 
電子 

 
Si：0.916, GaAs:1.57,.. 
……… 

 
Si, 33.0/ 0 =mme 、GaAs： 22.0/ 0 =mme  

207 解答 1-1 Si原子の数＝    、 Si原子の数＝ 322
23

cm100.5
1.28
1002.633.2 −×=

×
×  
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図 7-5より、 CT 1150=  
215 解答 9-3 (1)関連 
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